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１．概要（Summary） 

遷移金属ダイカルコゲナイド層状物質の一つである二

硫化モリブデン（MoS2）は、イオン液体を用いた電気二重

層トランジスタ（EDLT)構造を用いることで、絶縁体から金

属、さらには超伝導になることが報告されている [1]。また、

この超伝導状態は 50 テスラ以上の超強磁場下でも維持 

され、特異な超伝導体であるとの指摘が存在する [2]。 

本研究では、従来型超伝導体であるアルミニウム（Al）

と、MoS2を用いたEDLTによるコヒーレントな接合を実現

することを目的とし、接合幅 100nmの Al / MoS2-EDLT

構造 / Al接合の作製と評価を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 125kV電子ビーム描画装置 

 レーザー露光装置 

 12連電子銃型蒸着装置 

 超高真空電子銃型蒸着装置 

 多目的ドライエッチング装置 

 

【実験方法】 

まず、スコッチテープを用いて劈開した MoS2 を Si 基

板上に貼りつけ、ArプラズマによるエッチングでMoS2の

整形をした。整形された MoS2 に電子線リソグラフィで Al

電極を形成し、最後にレーザーリソグラフィで Au 電極を

形成した。イオン液体には DEME-TFSI を使用し、これ

を作製した試料に滴下し、MoS2-EDLT を完成させた。

Fig.1にMoS2-EDLT構造の上面写真、Fig.2にMoS2-

EDLT構造の概念図を示す。 

完成した試料は、ソース・ドレイン電圧 VSD=100mV に

固定し、ゲート電圧V Gを 0V→6Vまで印加して測定を行

った。 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

ゲート電圧 VG の印可に伴い、ソース・ドレイン電流 ISD

が0.02A→8Aへと増加していることから、作製した試料

（Fig.1）が EDLT として動作していることを確認した。次に、

VG = 6V, T = 18mKにおいて I -V測定を行い、作製した

接合において、超伝導臨界電流 Ic = 30pA程度の超伝導

電流を観測した。さらに、接合へ磁場を印加することによ

って、超伝導電流が磁場応答していることが確かめられた。

現段階では、作製した接合は Josephson 接合であると考

えている。 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 MoS2-EDLT top view 

Fig.1 MoS2-EDLT Top view 

 

 

 

Fig.2 MoS2-EDLT side view 
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